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S)  Leistungsendstufe  mit  einer  Last. 

©  Leistungsstufe  mit  einer  Last  (L),  die  über  die 
Source-Drain-Strecke  eines  Feldeffekt-Transistors 
(FET)  mit  einer  Spannungsquelle  (Q)  verbunden  ist. 
Zwischen  Drain-  und  Gateanschluß  des  Feldeffekt 
Transistors  liegt  eine  speziell  ausgebildete 
Spannungsverdoppler-Schaltung.  Diese  bewirkt,  daß 
zum  Ansteuern  des  Feldeffekt-Transistors  lediglich 
eine  Steuerspannung  und  ein  Schalter 
(Steuertransistor  T1)  erforderlich  ist. 
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„eistungsendstufe  mit  einer  Last 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Leistungs- 
sndstufe  mit  einer  Last,  die  über  die  Source-Drain- 
Strecke  eines  Feldeffekt-Transistors  (FET)  an  eine 
Gleichspannungsquelle  angeschlossen  ist,  nach 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  (EP-A  02  36 
967). 

Soll  der  Feldeffekt-Transistor  durchgeschaltet 
werden,  so  muß  das  Potential  an  seinem  Gatean- 
schluß  um  einige  Volt  höher  liegen  als  an  seinem 
Drainanschluß. 

Die  bekannte  Schaltungsanordnung  weist  einen 
FET  auf,  dessen  Source-Drain-Strecke  in  Reihe  mit 
einer  zu  schaltenden  Last  an  einer  Spannungsquel- 
le  (Arbeitsstromkreis)  liegt.  Der  eine  Anschluß  ei- 
nes  Kondensators  ist-  über  eine  Diode  an  eine 
Spannungsquelle  (Ladestromkreis)  und  über  eine 
weitere  Diode  an  den  Gateanschluß  des  FET 
(Steuerstromkreis)  angeschlossen,  wobei  zwischen 
den  beiden  Dioden  und  der  Spannungsquelle  je- 
weils  ein  Schalter  angeordnet  ist.  Dem  anderen 
Anschluß  des  Kondensators  wird  eine  getaktete 
Gleichspannung  zugeführt,  wenn  der  FET  durch- 
schalten  soll.  Gleichzeitig  muß  der  eine  Schalter 
geschlossen  und  der  andere  geöffnet  sein. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Schaltungsanordnung  der  genannten  Art  zu  verein- 
fachen. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Patentan- 
spruch  genannten  Merkmale  gelöst. 

Der  besondere  Vorteil  der  Erfindung  gegen- 
über  der  bekannten  Schaltungsanordnung  liegt  dar- 
in,  daß  anstelle  von  zwei  Schaltern  und  drei  unter- 
schiedlichen  Steuerspannungen  nur  noch  ein 
Schalter  und  eine  Steuerspannung  erforderlich 
sind. 

Die  Erfindung  wird  am  Beispiel  einer  Leistun- 
gendstufe  mit  induktiver  Last  anhand  der  Figuren 
näher  erläutert.  Es  zeigen 

Figur  1  ein  Schaltbild  der  erfindungsgemä- 
ßen  Schaltungsanordnung  und 

Figur  2  den  zeitlichen  Verlauf 
a)  der  Steuerspannung  U(BT1), 
b)  der  Spannung  U(B)  am  Verbindungs- 

punkt  B, 
c)  der  Spannung  U(G)  am  Gateanschluß  G 

und 
d)  von  Spannung  U(L)  und  Strom  i(L)  an 

der  Last  L. 
Die  Last  L  in  Figur  1  ist  als  Erregerwicklung 

eines  Relais  mit  parallel  geschalteter  Löschdiode 
dargestellt.  Diese  Last  L  ist  über  die  Source-Drain- 
Strecke  eines  Feldeffekt-Transistors  an  eine  Span- 
nungsquelle  Q  angeschlossen  (Arbeitsstromkreis). 
Der  FET  ist  beispielsweise  ein  Power-MOS-Transi- 
stor.  Der  Gateanschluß  G  des  FET  ist  mit  dem 

Kollektor  eines  Steuertransistors  T1  verbunden, 
dessen  Emitter  an  Masse  -  dem  negativen  Pol  der 
Spannungsquelle  -liegt  und  an  dessen  Basis  eine 
Steuerspannung  U(BT1)  anlegbar  ist. 

5  Zwischen  dem  positiven  Pol  der  Spannungs- 
quelle  und  dem  Drainanschluß  D  einerseits  und 
dem  Gateanschluß  G  andererseits  ist  eine  Schal- 
tung  aus  fünf  Bauelementen  eingefügt.  Zwischen 
der  Spannungsquelle  Q  und  einem  ersten  Verbin- 

10  dungspunkt  A  liegt  ein  erster  Widerstand  R1,  zwi- 
schen  dem  ersten  Verbindungspunkt  A  und  dem 
Gateanschluß  G  liegt  eine  erste  Diode  D1  in  Durch- 
laßrichtung  zum  Gateanschluß  G.  Von  der  Span- 
nungsquelle  Q  in  Durchlaßrichtung  zu  einem  zwei- 

15  ten  Verbindungspunkt  B  liegt  eine  zweite  Diode  D2 
und  zwischen  dem  zweiten  Verbindungspunkt  B 
und  dem  Gateanschluß  G  liegt  ein  zweiter  Wider- 
stand  R2.  Zwischen  den  beiden  Verbindungspunk- 
ten  A  und  B  liegt  ein  Kondensator  C. 

20  Im  Ruhezustand  ist  die  Schaltungsanordnung 
an  die  Spannungsquelle  Q  angeschlossen.  An  der 
Basis  des  Steuertransistors  T1  liegt  eine  den  Tran- 
sistor  duchsteuernde  konstante  Gleichspannung  U- 
(BT1)  =  1  Volt. 

25  Der  Gateanschluß  G  und  der  Verbindungspunkt 
A  liegen  nahezu  auf  Massepotential,  der  Verbin- 
dungspunkt  B  hingegen  nahezu  auf  dem  Potential 
Ub  der  Spannungsquelle  Q:  der  Kondensator  C  ist 
aufgeladen. 

30  Da  der  Gateanschluß  G  nahezu  auf  Massepo- 
tential  liegt,  ist  der  FET  gesperrt;  Spannung  U(L) 
und  Strom  i(L)  an  der  Last  sind  Null. 

Soll  nun  die  Last  L  mit  der  Spannungsquelle  Q 
verbunden  werden  (Bereich  II  in  Figur  2),  so  muß 

35  als  Steuersignal  U(BT1)  eine  getaktete  Gleichspan- 
nung  an  die  Basis  des  Steuertransistors  T1  ange- 
legt  werden,  deren  Amplitude  periodisch  zwischen 
den  Werten  1  V  und  0  V  wechselt  (Figur  2a, 
Bereich  II). 

40  Mit  der  Impulspause  des  Steuersignals  U(BT1) 
geht  der  Steuertransistor  T1  in  den  nicht  leitenden 
Zustand  und  die  Spannung  am  Verbindungspunkt 
A  springt  auf  den  Wert  +Ub.  Um  den  gleichen 
Betrag  springt  die  Spannung  U(B)  am  Verbin- 

45  dungspunkt  B  auf  nahezu  +  2Ub  (Figur  2b).  Dieser 
Spannungswert  wird  auf  den  Gateanschluß  G  über- 
tragen  (Figur  2c)  und  der  FET  geht  in  den  leiten- 
den  Zustand  Uber.  Der  Steuerstromkreis  besteht 
aus  der  Spannungsquelle,  den  beiden  Widerstän- 

50  den  R1  ,  R2,  dem  Kondensator  C,  der  Gate-Source- 
Strecke  des  FET  und  der  Last  L.  An  der  Last  L 
liegt  die  Spannung  U(L),  welche  nur  um  den  gerin- 
gen  Spannungsabfall  am  FET  geringer  ist  als  die 
Spannung  +Ub  der  Spannungsquelle  (Figur  2d). 
Ein  rasch  anwachsender  Laststrom  i(L)  ist  die  Fol- 
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3  (gestrichelte  Linie  in  Figur  za). 
Mit  dem  nächsten  Impuls  der  Steuerspannung 

(BT1)  wird  der  Steuertransistor  T1  wieder  leitend, 
3r  Gateanschluß  G  wird  mit  Masse  verbunden  und 
sr  FET  sperrt.  Die  Spannung  U(L)  wird  nahezu  5 
ull  und  der  Laststrom  i(L)  wird  kleiner.  Das  Poten- 
il  am  Verbindungspunkt  A  fällt  auf  nahezu  Masse- 
Dtential  und  das  Potential  am  Verbindungspunkt  B 
ird  um  denselben  Betrag  verringert.  Es  fließt  wie- 
3r  ein  Strom  durch  den  Kondensator  C,  wodurch  10 
eser  nachgeladen  wird.  Mit  der  nächsten  Impuls- 
ause  des  Steuersignals  U(BT1)  wiederholen  sich 
e  Vorgänge,  wie  bereits  beschrieben. 

Diese  Vorgänge  (Figur  2a  bis  d,  Bereich  II) 
iederholen  sich,  solange  die  getaktete  Gleich-  is 
Dannung  als  Steuersignal  U(BT1)  am  Steuertransi- 
lor  T1  anliegt.  Nach  Umschalten  des  Steuersi- 
nais  U(BT1)  auf  die  konstante  Gleichspannung  U- 
3T1  )  =  1  V  kehrt  die  Schaltungsanordnung  in  den 
luhezustand  zurück  (Figur  2a  bis  d,  Bereich  III).  20 

Ansprüche 

Leistungsstufe  25 
mit  einem  Arbeitsstromkreis,  in  dem  eine  Last  (L) 

iber  die  Source-Drain-Strecke  eines  Feldeffekt- 
"ransistors  (FET)  an  eine  Gleichspannungsquelle 
Q)  angeschlossen  ist, 

mit  einem  Steuerstromkreis,  in  dem  in  Serien-  30 
ichaltung  die  Gate-Source-Strecke  des  Feldeffekt- 
transistors  (FET),  die  Last  (L),  die  Gleichspan- 
lungsquelle  (Q)  und  ein  Kondensator  (C)  so  ange- 
irdnet  sind,  daß  die  Summe  der  Spannungen  der 
aleichspannungsquelle  (Q)  und  an  dem  Kondensa-  35 
or  (C)  im  Sinne  einer  Durchsteuerung  des 
:eldeffekt-Transistors  (FET)  an  dessen  Gate- 
Source-Strecke  schaltbar  ist, 
mit  einem  Ladestromkreis,  der  in  Serienschaltung 

jie  Gleichspannungsquelle  (Q),  den  Kondensator  40 
C)  und  eine  Diode  (D2)  enthält,  und 
•  mit  einem  Schalter  (T1)  parallel  zu  Gate-Source- 
Strecke  und  Last  (L), 
dadurch  gekennzeichnet, 
@  daß  der  Ladestromkreis  auch  den  Schalter  (T1)  45 
jnd  eine  zweite  Diode  (D1)  enthält,  wobei  der 
Kondensator  (C)  zwischen  den  beiden  Dioden  (D1; 
D2)  angeordnet  ist,  und 
-  daß  jedem  der  beiden  Serienzweige  (C-D1;  C- 
D2),  bestehend  aus  dem  Kondensator  (C)  und  einer  so 
benachbarten  Diode  (D1,  D2)  ein  Widerstand  (R1; 
R2)  parallel  geschaltet  ist. 
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